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内容概要

　　《普通高等教育电子科学与技术类特色专业系列教材·国家级精品课程主干教材：半导体集成电
路》在简述了集成电路的基本概念、发展和面临的主要问题后，首先介绍了半导体集成电路的主要制
造工艺、基本元器件的结构和工作原理；然后重点讨论了数字集成电路中的组合逻辑电路、时序逻辑
电路、存储器、逻辑功能部件；最后介绍了模拟集成电路中的关键电路和数一模、模一数转换电路。
《普通高等教育电子科学与技术类特色专业系列教材·国家级精品课程主干教材：半导体集成电路》
内容系统全面，与实际紧密结合。
叙述深人浅出，易于自学。
为了方便教师授课，全书配有课件。
《普通高等教育电子科学与技术类特色专业系列教材·国家级精品课程主干教材：半导体集成电路》
可作为大专院校电子科学与技术和半导体专业的专业课教材，也可作为相关领域研究生和工程技术人
员的参考书。
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编辑推荐

　　《普通高等教育电子科学与技术类特色专业系列教材·国家级精品课程主干教材：半导体集成电
路》将CMOS集成电路相关技术作为课程的主要内容，同时对双极集成电路在模拟电路中的运用进行
了简单介绍。
在每一章的开始，概括与本章内容相关的关键知识点，简要说明知识点之间的内在关联，重点讲述从
集成电路的角度考虑，需要关注的课程内容、原理、特性等理论知识，力求结合实际，通俗易懂，深
入浅出。
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